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Dalyko anotacija

Ivadas. Placiatarpiy puslaidininkiy poreikis: SiC, III-Nitridy, ZnO kristaly bei deimanto
sluoksniy taikymai didelés galios, temperatiiros, daznio elektronikai bei Sviesos Saltiniams.
Sluoksniniy sandary bei kvazituriniy kristaly auginimo technologijos (CVD, PVT, ELO, MBE,
HVPE ir kt). Padéklo ir buferinio sluoksnio parinkimas. Augimo greicio ir temperatiiros in-situ
monitoringas (elektroniniai ir optiniai biidai). InGaN ir AlGaN kietieji lydalai.

Struktiirinés savybés. Sluoksniy morfologija. Augimo defektai. Dislokacijos. Mikrostrukttiros
ypatumai. Charakterizavimo buidai: elektroniné mikroskopija, Rentgeno spinduliy difrakcija,
atominés jégos mikroskopija, Ramano sklaida, katodoliuminescencija (KL). Mikrostrukttros ir
KL spektry koreliacija.

Optinés savybés. Elektroniné juosty sandara. Optiné spektroskopija: sugerties, atspindZio,
fotoliuminescencijos (FL) ir KL spektrai. FL spektro eksitoniné strukttira. Draustinés juostos
vertés nustatymas nitridy junginiuose. Itempimy poveikis juostos struktiirai ir optinéms
savybéms. Spindulinés rekombinacijos ypatumai. FL metodai defekty spektroskpijoje.
Elektrinés savybés. Savieji defektai. Seklios ir gilios priemaiSos. Sklaidos mechanizmai.
Dislokacijy vaidmuo sklaidoje ir rekombinacijoje. Problematika p-tipo GaN ir ZnO
technologijose. Elektriniy savybiy charakterizavimo papildomumas, naudojant jvairius
metodus: Holo efekta, giliy lygmeny talping spektroskopija, Siluma skatinamas sroves,
elektrony pluostelio sukurtg srove (EBIC), fotolaiduma.

Netiesinés optinés savybés. Netiesiniy reiskiniy ypatumai plaiatarpiuose junginiuose
(antrosios harmonikos generacija, netiesiné sugertis, lizio rodiklio optiné moduliacija).
Aktyviosios spektroskopijos metodai ir optinés schemos. Koherentine spektroskopija.

Pikosekundinis keturbangis maiSymas. NeiSsigimusio ir iSsigimusio keturbangio maiSymo
konfigtiracijos. Nauji placiatarpiy puslaidininkiy charaterizavimo biuidai. Fotoelektriniy
procesy tyrimai stipriai suzadintuose junginiuose netiesiniais optinais metodais su laikine skyra.
Fotoliuminescencijos metody jvairové ir naujy tyrimy apzvalga. Nepusiausvyriyjy krivininky
parametry nustatymas dinaminiy difarkciniy gardeliy metodu. Eksperimentin¢ jranga.
Krivininky gyvavimo laiko, difuzijos koeficiento, difuzijos ilgio, pavirSinés bei netiesinés
rekombinacijos grei¢iy nustatymo biidai ir jy taikymas. Struktiriniy ir elektriniy parametry
koreliacija. Dislokacijy vaidmuo rekombinacijos procesuose. Heterosandary, tiiriniy kristaly ir
kvantiniy lakSty optiné diagnostika. Skaitmeninis kriivininky dinamikos modelaivimas. Kity
optiniy netiesiSkumo mechanizmy (Sviesa sukeltas vidinis elektrinis laukas, gardelés
temperatiiros pokytis, elektrono spino moduliacija) metrologinis potencialas, jy panaudojimas
didZiavarziy kristaly, sluoksniy bei kvantiniy sandary charakterizavimui.
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